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我々はパルスレーザー堆積法により全組成領域の FeSe1-xTex 薄膜の成膜し、構造相転移が消失する付

近で超伝導転移温度（以下 )の急激な上昇を観測した[1]。転移温度の急激な変化は、構造相転移の消

失前後で超伝導状態が変化している可能性を示唆している。そこで本研究では構造相転移消失前後の

超伝導ギャップ構造、超流体密度の変化を調べるために、磁場侵入長測定を行った。薄膜の磁場侵入長

を測定するために、伝送線共振器法を用いた[2]。FeSe1-xTex薄膜をコプレーナ型共振器へと加工し、そ

の共振周波数から磁場侵入長を測定した。この方法は磁場侵入長の絶対値を求めることができる。ま

た加工には、サンドブラストならびに Ar イオンミリングの２の方法を用いた。 

図 1 に測定した , 0 ,	低温での の温度変化を ∝ と仮定した際のベキ である。橙丸は Ar

イオンミリングで加工した場合の結果である。得ら

れた 0 は組成により大きな変化はなく、 と相関が

見られない。当研究室では常伝導状態のキャリア密

度を測定しており、 とキャリア密度に正の相関があ

ることを観測している[3]。ロンドン理論から 0 ∝
∗

と記述されることを考えると、この結果は の

上昇に伴って ∗が増大していることを示している。

ここで ∗は有効質量、 は超伝導電子密度である。 

またベキに関しては FeSe では 1.7、それ以外の

組成では 2.1と異なった振舞いを観測した。これ

は超伝導ギャップ構造が0 0.2で変化している

ことを示唆している。当日は と ∗の関係、組成ごと

の超伝導ギャップ構造について議論する。 
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図 1. Te 置換量に対する Tc, 0 , ベキ n 
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